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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電防護電路，包含：一箝制模組，耦接於一正電源線及一負電源線之間；以
及一偵測模組，包含：一觸發單元，具有一輸入端、一輸出端及一切換端，該輸出端係

耦接至並用以觸發該箝制模組；一電阻，耦接於該正電源線及該觸發單元之該輸入端之

間；以及一金氧半電容，具有一第一接點及一第二接點，該第一接點係耦接於該觸發單

元之該輸入端；其中，在一正常電源操作狀況下，該觸發單元之該切換端使該金氧半電

容之該第二接點耦接至該正電源線；在一靜電放電狀況中，該觸發單元之該切換端使該

金氧半電容之該第二接點耦接至該負電源線。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該觸發單元包含：一第一反相
器，具有一輸入接點及一輸出接點，該輸入接點為該觸發單元之該輸入端，且該輸出接

點為該觸發單元之該輸出端及該切換端；一第一開關，由該切換端控制，並係耦接於該

金氧半電容及該負電源線之間；在該靜電放電狀況中，該第一開關被切換為將該金氧半

電容之該第二接點耦接至該負電源線；以及一第二開關，由該切換端控制，並係耦接於

該金氧半電容及該正電源線之間；在該正常電源操作狀況下，該第二開關被切換為將該

金氧半電容之該第二接點耦接至該正電源線。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護電路，其中該第一開關及該第二開關分別包
含一傳輸閘及一第二反相器。

4.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護電路，其中該第一開關包含一 N型金氧半電
晶體(NMOS)；該第二開關包含一 P型金氧半電晶體(PMOS)。

5.　如申請專利範圍第 2項所述之靜電放電防護電路，其中該觸發單元進一步包含M個第二
反相器，該M個第二反相器係耦接於該第一反相器之該輸出接點與該箝制模組之間，M
為一正偶數。
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6.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該金氧半電容為一 PMOS，該
PMOS之一閘極端為該第二接點；該 PMOS之一源極端與一汲極端彼此耦接，成為該第
一接點。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該金氧半電容為一 NMOS，該
NMOS之一閘極端為該第一接點；該 NMOS之一源極端與一汲極端彼此耦接，成為該第
二接點。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該觸發單元包含：一 PMOS，該
PMOS之一閘極端係耦接至該金氧半電容之該第二接點，該 PMOS之一源極端係耦接至
該正電源線，並且該 PMOS之一汲極端為該觸發單元之該輸出端及該切換端；一
NMOS，該 NMOS之一閘極端為該觸發單元之該輸入端，該 NMOS之一源極端係耦接
至該負電源線，並且該 NMOS之一汲極端係耦接至該 PMOS之該汲極端；以及一反相
器，具有一輸入接點及一輸出接點，且該輸入接點係耦接至該 PMOS之該汲極端，該輸
出接點係耦接至該金氧半電容之該第二接點。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該觸發單元包含 N個串連的反相
器，N為一正奇數，該 N個反相器之一輸入接點為該觸發單元之該輸入端，該 N個反相
器之一輸出接點為該觸發單元之該輸出端，該 N個反相器之一中間節點為該觸發單元之
該切換端，該輸出端之一輸出信號與該切換端之一切換信號彼此反相。

10.   一種靜電放電防護電路，包含：一箝制模組，耦接於一正電源線及一負電源線之間；以
及一偵測模組，包含：一觸發單元，具有一輸入端、一輸出端及一切換端，該輸出端係

耦接至並用以觸發該箝制模組；一電阻，耦接於該負電源線與該觸發單元之該輸入端之

間；以及一金氧半電容，具有一第一接點及一第二接點，該第一接點係耦接至該觸發單

元之該輸入端；其中，在一正常電源操作狀況下，該觸發單元之該切換端使該金氧半電

容之該第二接點耦接至該負電源線；在一靜電放電狀況下，該觸發單元之該切換端使該

金氧半電容之該第二接點耦接至該正電源線。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護電路，其中該觸發單元包含：一第一反相
器，具有一第一輸入接點及一第一輸出接點，該第一輸入接點為該觸發單元之該輸入

端，該第一輸出接點為該觸發單元之該切換端；一第二反相器，具有一第二輸入接點及

一第二輸出接點，該第二輸入接點係耦接至該第一輸出接點，該第二輸出接點為該觸發

單元之該輸出端；一第一開關，由該切換端控制，並係耦接於該金氧半電容與該負電源

線之間；在該正常電源操作狀況下，該第一開關被切換為將該金氧半電容之該第二接點

耦接至該負電源線；以及一第二開關，由該切換端控制，並係耦接於該金氧半電容與該

正電源線之間；在該靜電放電狀況下，該第二開關被切換為將該金氧半電容之該第二接

點耦接至該正電源線。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之靜電放電防護電路，其中該第一開關及該第二開關分別包
含一傳輸閘及一第二反相器。

13.   如申請專利範圍第 11項所述之靜電放電防護電路，其中該第一開關包含一 NMOS；該第
二開關包含一 PMOS。

14.   如申請專利範圍第 11項所述之靜電放電防護電路，其中該觸發元件進一步包含M個第
二反相器，該M個第二反相器係耦接於該第二輸出接點及該箝制模組之間，且M為一
正偶數。

15.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護電路，其中該金氧半電容為一 PMOS，該
PMOS之一閘極端為該第一接點；該 PMOS之一源極端及一汲極端彼此耦接，成為該第
二接點。

(2)
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16.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電防護電路，其中該金氧半電容為一 NMOS，該 NMOS
之一閘極端為該第二接點；該 NMOS之一源極端及一汲極端彼此耦接，成為該第一接
點。

17.   如申請專利範圍第 10項所述之靜電放電防護電路，其中該觸發單元包含：一第一反相
器，具有一第一輸入接點及一第一輸出接點，該第一輸入接點為該觸發單元之該輸入

端；以及一第二反相器，具有一第二輸入接點及一第二輸出接點，該第二輸入接點係耦

接至該第一輸出接點，該第二輸出接點為該觸發單元之該輸出端及該切換端。

圖式簡單說明

圖一及圖二係繪示先前技術中的 ESD防護電路。
圖三係繪示根據本發明之一實施例中的 ESD防護電路。
圖四(A)及圖四(B)係繪示根據本發明之具體實施例中的偵測模組。
圖五及圖六係繪示包含多個反相器之觸發元件的實施例。

圖七及圖八係繪示根據本發明之另一實施例中的 ESD防護電路。
圖九(A)及圖九(B)、圖十係繪示根據本發明之具體實施例中的偵測模組。

(3)
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(4)
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(5)
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(6)
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